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1. Responda

a) ¢Cudl esla funcidn de la memoria?

b) Enuncie y describa brevemente las caracteristicas de una memoria.

c¢) Esquematice un chip de memoria genérico e identifique sus terminales indicando la funcién de cada una.

d) Realice un cuadro sindptico de los tipos de memoria de sdlo lectura, consignando sigla, nombre en inglés, traduccion
y funcion.

e) idem anterior para memorias de lectura/escritura.

f)  Realice un esquema y analisis del funcionamiento de las memorias dinamicas y estaticas. Establezca semejanzas y
diferencias.

g) ¢A qué se denomina tiempo de acceso? ¢cudles son los pasos necesarios en un acceso de lectura y cuales los
necesarios en un acceso de escritura de una RAM?

h) ¢Por qué las memorias DRAM necesitan un sistema de refresco? ¢Considera que este sistema aumenta el tiempo de
acceso? Justifique

i) Investigue el significado de escala de integracién de componentes en memorias RAM. ¢Con qué tipo de memorias
(SRAM o DRAM) se puede alcanzar una mejor integracion? ¢Por qué?

j) La capacidad de las memorias se mide en unidades que son multiplos de bytes. Investigue el significado y cantidad

de bytes agrupados en las siguientes unidades: KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB y YB.

2. Determine las cantidades equivalentes en las unidades que se indican:

Bits Bytes Kilobytes Megabytes Gigabytes
268.435.456
2048
4.096
2.097.152
1.048.576
1
512

3. Enlos siguientes esquemas, identifique las lineas de direcciones y las lineas de datos. Luego, configure las ROM de las
figuras de modo que almacenen el cédigo BCO ponderado (3 -1 3 1) y el cédigo BCO Gray. Para cada cédigo, seleccione

el esquema apropiado y agregue las conexiones adecuadas en las intersecciones.
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DCDX de DIRECCIONES

DCDX de DIRECCIONES

Dadas las siguientes funciones ldgicas, configure memorias PROM de modo que almacenen los valores de cada
funcion. Complete la tabla indicando nimero de lineas de direccion, tamaio de la memoria direccionada y ancho de la

palabra de memoria. Dibuje el esquema resultante.

N2 de lineas de Tamano de Ancho de la palabra

Funcion . .. . .
direccion la memoria de memoria

a) F=25(023,5,6)

b) Conversor BCD Natural a BCD Johnson

Complete la siguiente tabla indicando la cantidad de lineas de direccionamiento, cantidad de registros y tamaino de

registro de las memorias especificadas:

Memoria Lineas de Direccionamiento | Cantidad de registros Bytes del Registro

ROM 32768 Bytes x 8

RAM 256 KB x 16

PROM 8 MB x 32

SRAM 128 MB x 64

DRAM 2 GB x 128

Considerando el disefio interno de las memorias RAM estaticas

a) analice los esquemas internos de una SRAM 4x2, presentado a continuacion, determine cual de ellos es correcto y
marque los errores u omisiones en los otros disefios.
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Esquema 1:

Esquema 2:
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b) realice el disefio interno de los siguientes arreglos de memoria SRAM, basados en flip-flops D, implementando las
lineas de seleccion de chip (CS), lectura/escritura (R/W!) y habilitacidn de lectura (OE) como se indica:

I. SRAM 4x3 con una linea de lectura (R), una linea de escritura (W), una linea OE y una linea CS!

Il. SRAM 8x2 con una linea de R/W!, una linea OE y dos lineas chip select (CSy y CS;!)

Realice el disefio interno de memorias DRAM 2x4 y 4x2, identificando lineas de datos, lineas de direccion, lineas de

seleccion de chip (CS), linea de lectura/escritura (R/W!) y linea habilitacion de lectura (OE).

A continuacion se muestra un chip de memoria y el bloque légico que lo representa ¢{Qué dimensiones tiene?
Construya todos los arreglos de memoria posibles, considerando que cuenta con a) 2 bloques, b) 4 bloques, c) 8
bloques, como el de la figura:

Configuracién

de las terminales
L

A1 6 :Iom]D

ks
L
O]
2

R+
A
L
al

Identifique cada bloque de memoria SRAM presentado a continuacidn y construya, para cada item, la memoria de la
izquierda usando la cantidad necesaria de los bloques SRAM mostrados a la derecha. En cada caso realice todas las

conexiones necesarias.
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a) D; D, D, D,

CS
RAV!
OE

D; D; D,D,

b) D.D.D-D,D,D,D,D,

As CcS
A, RAN!
A, OE

D,D.D-D,D.D,D,D,

D; D, D, D,

D3 Dz Dl DO

10. Dados los siguientes bloques de memoria, indique cantidad de registros y ancho de palabra correspondientes;

ademas, construya con éstos los arreglos de memoria solicitados. Realice las conexiones necesarias, abreviando las

lineas multiples de la siguiente forma: _,.L(n cantidad de lineas correspondientes)

7D5D5D4Ds D Dl DD

AIB Cs
a) A, RIW!
A, OE

7D6D5D4D3D Dl Dﬂ

Dy . D,D,
AZ?’
b) A1
Ay
Dy . D,D,

ai)

aii)

aiii)

bi)

bii)

biii)

SRAM 1 MB x 16

SRAM 2 MB x 8

SRAM 8 MB x 16

DRAM 256 MB x 32

DRAM 512 MB x 16

DRAM 1 GB x 64
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11.

12,

13.

14.

15.

LROBLEMASTHDICIONALES
Establezca una regla general que indique cuantas compuertas de cada tipo seran necesarias para disefiar una memoria
SRAM NxM. Pruebe la regla obtenida para las memorias SRAM solicitadas en el punto 9. Luego, aplique la regla para

memorias mas grandes (SRAM del item a) del punto 11)

Implemente una memoria PROM para que trabaje como un decodificador excitador de BCD Johnson (a cédigo de 7

segmentos). Seleccione las dimensiones adecuadas de la memoria, de acuerdo a los datos y dibuje el esquema

resultante.

Se cuenta con una matriz de celdas de memoria arreglada en 16 x 16 (16 registros de 2 bytes):

a) Implemente un decodificador para direccionar a través de una estructura unidimensional.

b) Implemente dos decodificadores para direccionar a través de una estructura bidimensional. ¢Cual de las dos
organizaciones es la mas eficiente? Justifique.

Construya una memoria SRAM 16 x 16 considerando que cuenta sélo con bloques:

a) SRAM 8 x 8 con CSO!

b) SRAM 4 x 16 con CSO! y CS1

c) SRAM 16 x 8 con CS0!, CS1y CS2!

Construya una memoria DRAM 128 MB x 16 considerando que cuenta sélo con bloques DRAM 16 MB x 8 con CSO! y

CS1! Realice todas las conexiones necesarias.
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